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Память стандарта DDR2 для на-

стольных систем появилась на

рынке сравнительно недавно, в

то время как GDDR2 — аналог для рын-

ка видеокарт — поступил в продажу еще

весной 2003 года. Несмотря на то что с

момента ее появления прошло больше

года, GDDR2 так и не получила широко-

го распространения. Причиной неудач

GDDR2 во многом стало высокое тепло-

выделение микросхем и проблемы с от-

водом тепла, что свело на нет получен-

ный по сравнению с DDR выигрыш в

скорости. По одной из версий, GeForce

FX 5800 не прижился на рынке именно

из-за проблем с GDDR2. Дело в том, что

на начальном этапе производства мик-

росхем GDDR2 брак составлял до 80%, о

чем открыто заявляли производители

видеокарт. А это, как следствие, вело к

удорожанию конечного продукта.

Память стандарта GDDR3 впервые де-

бютировала на видеокартах GeForce FX

5700 Ultra, однако сама компания

NVIDIA фактически не имеет отношения

к разработке этого стандарта. Основной

вклад в развитие GDDR3 внесли компа-

нии Elpidia, Hynix, Samsung, Infineon,

Micron и ATI. Стандарт получил одобре-

ние JEDEC (Joint Electronic Devices Engi-

neering Council — Совет по совместной

разработке электронных компонентов).

Целью JEDEC является выработка еди-

ных стандартов электронных устройств.

Основными отличиями GDDR3 от

GDDR2 являются новые интерфейсы

ввода/вывода и генерации тактовых им-

пульсов (см. табл.).

Pseudo Open Drain
(ÔÒÂ‚‰ÓÓÚÍ˚Ú˚È ÒÚÓÍ)
Технология открытого стока позволяет

осуществлять двунаправленный обмен

данными между устройствами, подклю-

ченными к общей шине. То есть вывод

сигнала и прием сигнала с шины устрой-

ством происходят одновременно.

Интерфейс POD-18 (PODL-1.8) больше

оптимизирован на подключение «точка-

точка», нежели на последовательное
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Видеокарты можно сравнить со скоростными болидами, на
которых обкатываются самые новые технологии. Добавить мощ-
ности графическим акселераторам должен новый тип памяти,
которой будут оснащаться почти все современные видеокарты.

Н о в ы й  с т а н д а р т  г р а ф и ч е с к о й  п а м я т и

»

C H I P é ä í ü Å ê ú  2 0 0 4

íÓÈÌÓÈ
ÙÓÒ‡Ê



подключение. Когда происходит работа с

системной памятью, имеется несколько

устройств, последовательно подключен-

ных к общей шине (см. рис). И когда про-

исходит общение с одним из устройств,

возникают различного рода отражения

сигнала от других. Они вносят большое

количество шумов, что во многом услож-

няет передачу данных по общей шине.

Интерфейс с псевдооткрытым стоком

обеспечивает более высокое качество сиг-

налов при работе на частотах около 1 ГГц

по сравнению со стандартным интерфей-

сом SSTL. Еще один положительный мо-

мент — снижение питающего напряже-

ния ядра памяти с 2,5 до 1,8 В, что очень

полезно для мощной видеокарты, работа-

ющей в жестких температурных условиях. 

é‰ÌÓÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â
DQS-ËÏÔÛÎ¸Ò˚
В GDDR3 реализована подача однона-

правленных асимметричных DQS-

импульсов, в отличие от GDDR2, где

импульсы являются двунаправленными

дифференциальными. 

On-Die Termination
Суть терминации заключается в подав-

лении негативных эффектов отражения

электрического сигнала и контроле це-

лостности сигнала.

Терминационные резисторы в GDDR3

встроены непосредственно в сами чипы

памяти. Это позволяет убрать источники

питания терминационных резисторов и

сами терминационные резисторы с пе-

чатной платы, что приводит к снижению

затрат на производство по сравнению с

GDDR2. Перенос терминационных ре-

зисторов непосредственно в сам чип так-

же способен снизить отражение элект-

рических сигналов и играет решающее

значение при обеспечении целостности

сигнала при работе на высоких частотах.

4n-Prefetch
Данные в GDDR3 передаются отлич-

ным от DDR способом. Операция чте-

ния или записи представляет собой од-

номоментное перемещение четырех

бит информации во внутреннем ядре

DRAM. Это делает внутреннюю шину

передачи данных в четыре раза шире

внешней. Для пользователя это означа-

ет непрерывность доступа к данным.

Что же получат от всех этих нововведе-

ний конечные пользователи? Во-первых,

увеличение тактовой частоты. Предпола-

гается, что частота GDDR3 превысит 800

МГц (эффективная – 1,6 ГГц), что позво-

лит существенно расширить пропускную

способность шины обмена данными

между памятью и процессором видеокар-

ты. Во-вторых, снизилась потребляемая

мощность. Это приводит к уменьше-

нию нагрева чипов памяти. Критичес-

кой для GDDR3 является температура в

105°C. При ее достижении начинает

происходить потеря хранящейся в па-

мяти информации. 

Как мы видим, GDDR3 выгодно от-

личается от своего предшественника

GDDR2, что уже начало приносить

свои плоды. Память нового стандарта

устанавливается на многие ускорители:

Radeon X800 Pro/XT, GeForce 6800

GT/Ultra, на версии PCI Express этих

видеокарт, что в скором времени при-

ведет к снижению цен на эту память.

Фактически она уже стала стандартом

для high-end и middle-end рынка.

ÅÛ‰Û˘ÂÂ Ô‡ÏflÚË — GDDR4
Крупнейшие производители памяти

работают над созданием памяти следу-

ющего поколения — GDDR4. Основ-

ными целями являются выработка еди-

ного стандарта к концу 2004 года и до-

стижение частот в 1,4 ГГц (эффектив-

ная — 2,8 ГГц). Разработчики подчер-

кивают, что они не делают революци-

онного продукта, и GDDR4 будет пло-

дом эволюционного развития техноло-

гий.  ■ ■ ■ Алексей Мирошниченко
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1 èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ:
ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ÒË„Ì‡Î‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ¯ÛÏ˚.
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ «ÚÓ˜Í‡–ÚÓ˜Í‡» ÔÓÁ‚Ó-
ÎflÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ‡ÊÂÌËfl ÒË„Ì‡Î‡ 

è‡‡ÏÂÚ DDR GDDR2 GDDR3

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÓÚÎË˜Ëfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ DRAM

àÌÚÂÙÂÈÒ ‚‚Ó‰‡/‚˚‚Ó‰‡ SSTL-2 SSTL-18 Ò ODT POD-18

àÌÚÂÙÂÈÒ „ÂÌÂ‡ˆËË DQS DQS ËÎË é‰ÌÓÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È DQS

Ú‡ÍÚÓ‚˚ı ËÏÔÛÎ¸ÒÓ‚ ‰ËÙÙÂÂÌˆË‡Î¸Ì˚È DQS

ó‡ÒÚÓÚ‡, åÉ̂ 166–450 400–500 500–800
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